




















































专利名称(译) 在形成辅助电容的区域中的绝缘膜上包括像素电极的表面的液晶显示装置是不均匀的
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摘要(译)

本发明涉及一种使用开关装置控制像素的有源矩阵液晶显示装置，其目
的是提供一种具有优异视角特性和高亮度的液晶显示装置及其制造方
法。 TFT基板具有减小形成控制电容的控制电容部分中的保护绝缘膜的
膜厚度和辅助电容部分中的保护绝缘膜的膜厚度的结构，其中辅助电容
形成得比辅助电容薄。覆盖TFT和其他元件的保护绝缘膜的膜厚。
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